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Invenţia se referă la materialele semiconductoare şi poate fi utilizată pentru obţinerea acestor aliaje. 
Sunt cunoscute aliaje Bi1-xTex obţinute prin metode de topire în tuburi de molibden cu concentraţii mici de Te. În 
cazul nostru concentraţia de Te depăşeşte valoarea de 1% at. Cercetările ştiinţifice au stabilit creşterea treptată a 
FEMT (forţei electromotoare termice) odată cu mărirea temperaturii şi micşorarea treptată a FEMT cu mărirea 
concentraţiei de impurităţi-donori Te în Bi pur. Forţa electromotoare termică FEMT difuzională a metalelor şi a 
semiconductoarelor degenerate depind liniar de temperatură α~T. La temperaturi T<100K într-un şir de materiale 
FEMT a purtătorilor α~T-n, unde n>0 [1]. 
Mai este cunoscut că în aliaje semiconductoare la apariţia unui minimum în dependenţă de temperatura FEMT, 
persistă două mecanisme de formare a FEMT. Deoarece valoarea FEMT fotonică este sensibilă la prezenţa 
defectelor reţelei cristaline, vârful α(T) poate fi întins, de exemplu, prin dopare. Devierea de la dependenţa de 
temperatură standard este posibilă la prezenţa în structura de zonă a materialului a unor particularităţi topologice 
Lifşiţ [2]. 
Dezavantajul acestor aliaje constă în aceea că pentru a forma un măsurător liniar al diferenţei de temperatură de o 
sensibilitate constantă este necesar un corp de lucru, FEMT al căruia nu depinde de temperatură. 
Problema pe care o rezolvă prezentă invenţie constă în obţinerea unui aliaj de Bi-Te cu un coeficient al FEMT 
constant într-un diapazon larg de temperaturi. 
Esenţa invenţiei, conform primei variante, constă în aceea că aliajul este executat în bază de Bi dopat cu Te şi tratat 
termic până la recristalizare, gradientul de temperatură al căruia este orientat de-a lungul axei trigonale a reţelei 
cristaline a aliajului, unde Te se conţine în proporţie de 1,35…1,45% at. Iar conform variantei a doua, gradientul de 
temperatură al aliajului este orientat de-a lungul axei bisectoare a reţelei sale cristaline, unde Te se conţine în 
proporţie de 1,05…1,15% at. 
Cele mai potrivite aliaje care soluţionează problema invenţiei, în cazul când gradientul de temperatură este 
direcţionat pe axa trigonală corespund lui x=1,4% at. când gradientul de temperatură este direcţionat pe axa 
bisectoare – x=1,1% at. În cazul când gradientul de temperatură este direcţionat pe axa trigonală, iar concentraţia Te 
este de 1,0; 1,2 sau 1,6 at., FEMT este constantă într-un diapazon mic de temperaturi ≈40…60 K. Dar pentru cazul 
când gradientul de temperatură este direcţionat pe axa bisectoarei, iar concentraţia Te este de 0,9; 1,0; 1,2 sau 1,3% 
at., FEMT este constantă într-un diapazon mic de temperaturi ≈30…50 K. 
Pentru a obţine aliajul cu compoziţia necesară este utilizat bismut-000 şi telur TV-4. Aliajul a fost obţinut prin 
metoda de recristalizare orizontală zonală cu o viteză variabilă. Impurităţile de Te au fost introduse în Bi, în unităţi 
de procentaj atomic x, % at. 
La doparea bismutului cu telur pe de o parte se întinde vârful fotonic, pe de altă parte, la un nivel respectiv de 
dopare se includ în transferul electronic noi seturi de purtă tori, aşadar, se efectuează transferul fazic Lifşiţ. În 
regiunea de transfer fazic în bismut apare o componentă difuză anormală a FEMT opusă după sens celei normale. În 
domeniul de degenerare puternică a gazului electronic componenţa electronică a FEMT la fel ca ş i cea normal ă 
depind liniar de temperatură. De aceea este posibil de a selecţiona un aliaj cu aşa compoziţie, ca FEMT sumară să nu 
depindă de temperatură. Pentru aliajul Bi0,986Te0,014 cu contacte de potenţial de cupru coeficientul de temperatură de 
variere a FEMT la gradientul în direcţia axei trigonale în intervalul 40-240 K constituie 
∆α/α(40 K) ∆T=0,2/7x200=1,5 10-4K-1, 
Iar la gradientul în direcţia axei bisectoare a aliajului Bi0,989Te0,011 
∆α/α∆T = 1,2 10-4K-1. 
Cum se vede din fig. 1, FEMT în intervalul 40…240 K, în direcţia axei trigonale este constant şi egal cu 7 µV/K, iar 
în direcţia axei bisectoare la temperaturi de 20…280 K este egal cu 10 µV/K, iar probele tăiate în direcţia axei 
bisectoare, posedă un mecanism de duritate mare. 
Aliajele Bi0,989Te0,011 şi Bi0,986Te0,014 pot fi utilizate pentru a fabrica traductoare a gradientului de temperatură a 
construcţiilor criogene mari pentru măsurarea gradientului de temperatură la analiza expres a proprietăţilor 
materialelor termoelectrice la temperaturi joase. 


